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Regeni se tyka zptisobu zmé&ny smatecich vlastnosti tiskaiské
formy (10) s polovodi&ovym povrchem (12). Povrch tiskafské
formy (10) je uveden do prvniho chemického stavu s prvni
smadeci reakei. Navazng je Caste¢né mnoZstvi veskerych
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Tiska¥skd forma a zplsob zm&ny jejich smédecich vlastnosti

Oblast techniky

Predkladany vyndlez se tyka zpusobu zmény smadecich
vlastnosti tiska¥ské formy s polovodi&ovym povrchem stejné ja-
ko tiskarské formy s polovodifovym povrchem, ktery m& rtzné
smaceci vlastnosti, a jejiho pouZiti v ofsetovém zptsobu tis-
ku.

Dosavadni stav techniky

Z EP 262 475 Bl je jiZ znédmy tiskafsky stroj, ktery je
vybaveny tiskafrskou formou, na ni? je zndzornitelny obraz,
ktery se m& tisknout, prostfednictvim p#isludnych hydrofobnich
a hydrofilnich oblasti. Aby byla umoZn&na pfem&na mezi hydro-
filnim stavem, pripadné hydrofobnim stavem, je na tiska¥ské
formé predpoklédany feroelektricky material, ktery je mistné
polarizovatelny, p¥ipadné depolarizovatelny. Hydrofilace p¥i-
padné opétovna hydrofilace tiska¥ské formy se p¥isludnym zpt-
sobem uskuteclnuje prostfednictvim polarizadniho mechanismu,
pfipadné depolariza¢niho mechanismu, ktery je uskute&nitelny
reverzibilné uvnit¥ tiska¥ského stroje. Tento zplsob ma viak
tu nevyhodu, Ze efekt v Sirokém rozsahu zavisi na elektrosta-
tickych p¥itaZlivych siladch a tomu odpovidajici rozliZovani
obrazu, ktery se mé& tisknout, je ohranidené rozsahlymi elek-
trickymi pfitaZlivymi silami.

Kromé& toho je z US - PS 3,678,852 znadmad tiska¥ska forma,
ktera je potaZend amorfnim polovodifem. Amorfni stav polovodi-
Ce lze pomoci laserového paprsku zmé&nit z neuspo¥adaného

amorfniho stavu na vysoce uspofaddany krystalicky stav.




V krystalickém stavu je povrch polovodi&e drsnéjdi, takze pre-
ména na uspofadany stav povrchu polovodi&e zptsobuje, Ze kapa-
liny lépe pfrilnou v oblasti drsné&jsiho povrchu ne? v amorfnich
hladkych oblastech. Rozli%ovaci schopnost tiskatské formy,
kterd je vyhotovend podle tohoto zplisobu, je omezena nejmensi

velikosti krystalickych oblasti.

Podstata vynéalezu

Ulohou pfedkladdaného vynalezu je vytvorit alternativni
zplsob pro lokadlni a opakovanou zm&nu smaCecich schopnosti
tiska¥ské formy s polovodicovym povrchem a navrhnout odpovida-
jici tiskarskou formu.

Tato uloha je vyfeSena prostfednictvim znakli podle naroka
1 az 11.

Zédkladni mySlenka predkladaného vynalezu spo&iva v tom,
Ze lokalni smacCeci reakce, tedy lok&lni hydrofilni, pripadné
hydrofobni reakce tiska¥ské formy se zméni pomoci kontroly
chemickych koncovych skupin povrchu s p¥islu3né rtznymi elek-
tronickymi vlastnostmi, to znamend vlastnostmi vzadjemného pu-
sobeni. K tomu je nejprve vytvo¥en povrch s chemickou struktu-
rou, ktery mad pfednostné v podstaté jednotnou hydrofilni nebo
hydrofobni vlastnost. Tento povrch je pak v mistné ohranide-
nych Castkovych plochdch pfem&nén prost¥ednictvim lokalné
ohranicenych zmé&n chemické struktury na viZdy jiny stav smadeci
vlastnosti, tedy z hydrofilni na hydrofobni vlastnost, ptipad-
né z hydrofobni na hydrofilni vlastnost. V tomto procesu che-
mickeé zm&ny neni t¥eba pouZivat specidlni feromagnetické mate-
rialy nebo vyvoléavat zménu drsnosti povrchu nap¥iklad krysta-
lizaci. Smé&Ceci reakce je v jednotlivych oblastech povrchu po-

lovodice Fizena spiSe tim, Ze povrch polovodide je cilené
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opatfeny hydrofilnimi a hydrofobnimi chemickymi koncovymi sku-
pinami.

Tento lokalizovany proces zmény se miZe uskute&nit pomoci
takzvaného chémického procesu, pfi némZ dojde k chemické zmé&né
prostfednictvim fototermickych anebo fotochemickych procest,
anebo vieobecné& prostfednictvim laserem indukovanych reak&nich
procesn.

U jednoho pfednostniho zplsobu uskutedn&ni je jako polo-
vodi¢ zvolen k¥emik. Tento polovodiovy povrch je nejprve uve-
den do hydrofobniho stavu, pri¢emZ jsou do povrchu uloZeny,
nebo na nej navrstveny skupiny SiH, skupiny SiH, a/nebo skupi-
ny SiH;. S cilem zmé&nit hydrofobni reakci je poté hydrofobni
atomova skupina loké&lné vyménéna za hydrofilni atomovou skupi-
nu anebo pfeménéna tak, Ze napfiklad jednotky SiOH, jednotky
Si0Si a/nebo jednotky SiO nahradi hydrofobni skupiny.

P¥i pouZiti povrchu kfemiku (111) jako povrchu tiska¥ské
formy vyplyva z toho zvlastni vyhoda, Ze povrch miZe byt ato-
marné hladky a hydrofilni, p¥ipadné& hydrofobni koncové skupiny
mohou byt v podstaté navrstveny ve stejnych vzajemnych vzdale-
nostech.

K vytvoreni hydrofilni, pripadné hydrofobni skupiny vy-
chozi vrstvy a postupu zmény mezi hydrofilnim a hydrofobnim
stavem prichazeji v uvahu dva rlizné zplsoby.

Tak napfiklad mbZe byt tiskafska forma podrobena vhodnému
mokrému chemickému modifikaénimu procesu k vytvofeni jednotné-
ho hydrofilniho povrchu, &imZ lze za vhodnych podminek vytvo-
Fit silné& hydrofilni smadivost povrchu, co? miZe byt napriklad
zplusobené tim, Ze se do prvnich atomovych vrstev osadi skupiny
SiOH a/nebo skupiny Si0O. Ozafenim vhodnou vlnovou délkou pomo-
ci laseru, zejména pomoci pulzovaného laseru, je pak moZné

hydrofilni sm&ceci schopnost cilend a lokaln& zm&nit na hydro-




fobni vlastnost, pfifemZ jsou hydrofilujici atomové skupiny
nahrazené hydrofobni konfiguraci povrchu.

Je vSak moZny i opacné probihajici proces. P¥itom je nej-
prve vytvofen v podstaté& hydrofobni povrch tiska¥ské formy.

K tomu miZe byt upravenad tiskaf¥skd forma napfiklad z¥ed&nym
roztokem fluorovodiku (HF) nebo roztokem fluoriodu amonného,
p¥ic¢emZ jsou. odebrany jen nejvrchné&jdi vrstvy polovodide a
vznikne hydrofobni, vodikem terminovany povrch. Tento povrch
miZe byt pak opét v jednotlivych oblastech hydrofilovany, pri-
cemZ se témto oblastem lokalné p¥ivede energie.

Po pouZiti tiskaf¥ské formy, tedy po tisku, miZe byt cely
povrch opét uveden do vychoziho stavu. Navazn& je tiska¥ska
forma k dispozici pro novou ilustraci.

Timto zpusobem podle vyndlezu se dosdhne vytvofeni tis-
karské formy, kterd je pouZitelnd k opakované ilustraci a tim
k mnoha po sobé& nésledujicich cyklech. Kromé& toho neni rozli-
Sitelnost tiska¥ské formy ohraniditelnd velikosti krystal®l ne-
bo elektrickou interakci.

Dalsi vyhody a dalsi vyhodné konstrukce jsou naplni na-

sledujicich obrazka a rovnéZ jejich popist.

Pfehled obrézkli na vykresech

Jednotlivé je na obrézku 1 schematicky znadzornén zplisob
podle vyndlezu; na obrazku 2 je principialné znazorné&na zmé&na
povrchu polovodice z hydrofilniho povrchu na hydrofobni povrch

na prikladu koncovych skupin SiH a koncovych skupin SiOH.
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Pfiklady provedeni vynalezu

Jak znadzornuje obrézek 1, je vychozim bodem zplsobu podle
vynalezu tiska¥skd forma 10, kterd miZe byt zhotovena Jako
tiskafska deska nebo tiska¥sky valec. Tiska¥skd forma 10 m&
povrchovou vrstvu 12 z polovodide, zejména k¥emiku, ktera je
nanesena na tiska¥ské formé. Tato vychozi tiska¥ska forma je
PO svém procesu vyroby pokryta obvykle néjakou nativni, to
znamenad presné nedefinovanou oxidovou vrstvou, jejiZ hloubka
¢ini obvykle 1 aZ 3 nm.

V prvnim kroku zplsobu podle vynalezu je tato tiskatrska
forma pfemé&néna na tiska¥skou formu s definovanou, v podstaté
hydrofobni povrchovou vrstvou 14. Povrchova vrstva 12 tiskar-
ské formy 10 je pro tento u€el terminovand vodikem. Volné va-
lence, napfiklad atomy k¥emikového povrchu, jsou tedy nasyceny
vodikem. P¥imé&fené& k ploSe krystalu, ktera existuje na povrchu
polovodice, miZe polovodi&, kterym je p¥ednostné& kfemik, vazat
jeden nebo vice atom® vodiku. V pfipadé plochy (111) krystalu
kfemiku je prisludné kolmo na povrch (111) kaZdym atomem k¥e-
miku pohlcen jeden atom vodiku. V pfipadé& ploch (001) anebo
jinych ploch krystalu miZe existovat na atom k¥emiku na povr-
chu vice volnych valenci, takZe atom povrchu kfemiku mtiZe byt
nasycen dvéma nebo vice atomy vodiku. ProtoZe polokrystalicky
povrch kfemiku pozlstdva ze sm&si riéiznych povrchu krystalu -
(111), (101), nebo jinych - vyplyva z toho, Ze polokrystalic-
ky, resp. amorfni povrch polovodi&e je smé&si monohydrat®, di-
hydratd a trihydrata.

Vy8e popsany proces terminace vodikem k vytvofeni hydro-
fobniho povrchu polovodi&e se miZe uskutedfiovat naptiklad
Upravou povrchu z¥ed&nym roztokem fluorovodiku (HF) nebo tlu-

menym roztokem fluoridu amonného, pfiCemZ pouze nejvrchnéjsi
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vrstvy polovodice jsou odebrany v atomovych dimenzich a? po
nékolik malo nanometrl a vznikd vy3e popsana hydrofobni hydri-

tova vrstva.

Zatimco pouZiti roz¥ed&ného roztoku NH,F (PH =~ 8) k ani-
zotropnimu leptacimu procesu u monokrystalu podél roviny Si
(111) zptsobuje daldi zarovnani, to znamend ma za nasledek
atomarni rovinny povrch, ktery m& v idealnim pEipadé pouze
atomarni stupné&, u polokrystalického povrchu k¥emiku se anizo-
tropnim leptacim procesem zvyZuje mikroskopickd drsnost. Na-
proti tomu se zfedénym roztokem fluorovodiku - HF u polokrys-
talického povrchu kfemiku odebirad pouze oxidova vrstva, neméni
se tedy mikroskopickd drsnost. Po tomto procesu ma tiskatska
forma 10 hydrofobni povrch 14, ktery je pouZitelny pro dalsi
zplisoby podle vynélezu.

Hydrofobni povrch 14 tiska¥ské formy 10 je ted
v Castecnych oblastech svého povrchu hydrofilovan v dal&ich
krocich. Toto lze uskute&nit napfiklad tak, e se oblast povr-
chu, ktera md byt hydrofilovéna, podrobi lokalné& chemickému
pretvofeni, a tim se povrch lok&lné& dehydruije a dehydrované
mista se obsadi hydrofilnimi atomovymi skupinami. K lokalni
modifikaci povrchu se ukdzaly jako zv1&ité& vhodné dva zpuasoby.
Jak Jje znazornéno na obr. 1, miZe se lokalni privod energie a
iniciovani procesu uskutenit nap?¥. prostfednictvim laseru 16.
Zvlast vhodné jsou k tomu pulzované lasery, které maji maly
pramér paprsku, takZe dehydraci lze uskute&fiovat v prostorové
omezené oblasti. Jako laser miZe byt nap¥iklad pouZit laser o
délce viny 157 nm (VUV - Fluorlaser), ma-1i byt modifikace
uskutecnéna fotochemicky.

K fototermické modifikaci, kterad vyZaduje lokalni ohtev
podle hydratu na 300-550°C, p¥ichézeji v uvahu v podstaté

vSechny UV - lasery, naptiklad plynové lasery (excimerové la-




sery) a lasery pevné faze (nap¥iklad frekvenci nésobici lasery
Nd:YAG) .

Tyto lasery jsou obvykle #izeny ¥idici jednotkou 18, je-
JiZz pomoci je paprsek 20 laseru 16 veden pfes tiska¥skou for-
mu, a pfitom Jje zapindn a vypindn nebo nastavovan a tlumen,
takZe muZe byt vzorek 22, ktery ma byt stlaen, nebo negativ
vzorku jako hydrofilni obraz staZen na jinak hydrofobni povrch
14. Pouhym okem nelze rozeznat tuto molekuldrni zmé&nu vlast-
nosti na povrchu tiska¥rské formy. StaZeny tiska¥sky obraz 22
béineé odpovida pfedloze 21, kterou lze vytvo¥it réiznym zplso-
bem. Takto pfichéazeji p¥itom v uvahu vSechny znamé digitali-
zaCni zpusoby vyhotoveni pf¥edlohy, jakoZ i ptimé digitalni vy=-
hotoveni obrazu, napfiklad pomoci grafického programu nebo di-
gitadlni kamery.

Obvykle jsou poté tyto obrazy uschovany v takzvaném RIP
(Raster Imaging Processor), pfic¢emZ tyto pam&ti mohou byt
umistény v Fidici jednotce 18, anebo i mimo ni. Na z&klad& to-
ho, Ze udaje jsou uloZeny v RIP, je laserovy paprsek 16 Fizen
tak, Ze se obraz 22 stahne na tiska¥skou formu 10. Kromé& této
ilustrace prostfednictvim lokdlniho p¥ivodu energie s pomoci
laseru je moZné rovné&Z nanaSeni energie Sirokoplo&néji, napti-
klad UV - lampou (zvl1asté& komer&n& ptistupné lampy ,Excimer™
S rlznymi vlnovymi délkami UV). P¥itom je zv1l&ast vyhodné p¥i-
kryt tiskarskou desku pfed jejim oza¥enim maskou, takZe ulinek
lampy miZe p¥ipadnout pouze na ur&itou oblast povrchu 14 tis-
katské formy 10.

Pomoci obou zplsobl je moZné odpovidajicim zplsobem do-
sédhnout toho, Ze na hydrofobni povrch 14 tiska¥ské formy 10 je
prostfednictvim lok&lniho fotograficky indexovaného procesu
reakce v Castednych oblastech vytvoren zménény, jiny chemfcky

stav, ktery je hydrofilni.




Na obr. 2 je schematicky a zidealizovan& znazorn&n struk-
turni vzorec té&lesa kfemikového polovodi&e na povrchu 24, p¥ri-
CemZ v idedlnim p¥ipadé& oddé&lujici rovina 24 oddéluje oblast
pevného télesa 26 od oblasti 28 mimo pevné téleso. Kaidy atom
k¥emiku, ktery leZi na povrchu 24, ma jednu volnou valenci,
kterd v pfipadé&€ terminace vodikem povrchu k¥emikového polovo-
diCe monohydratuje, to znamena, Ze se nasyti atomem vodiku.
Prostfednictvim fotoindukovaného procesu je stav povrchu v ob-
lasti 30 dehydrovany a pf¥em&né&ny na jiny chemicky stav, ktery
je hydrofilni. Tento hydrofilni stav vynikd prost¥ednictvim
mimo hraniéni roviny 24 leZicich atomovych skupin,

v predkladaném p¥ipad& skupin OH. Kromé& toho je téZ moZné, Ze
se v oblasti povrchu v jedné nebo vice atomovych vrstvach po-
lovodice 26 uloZi atomy kysliku, takZe se v té&chto oblastech
jes8té vice zvy3i vlastnosti hydrofilniho sma&eni. Takto upra-
veny povrch tiska¥ské formy mad tedy prvni chemické stavy, kte-
ré jsou hydrofobni, a druhé chemické stavy, které jsou hydro-
filni. Prostfednictvim této p¥ilnavé reakce vzhledem k vodé
lze tiskafskou formu pouZivat k ofsetovému tisku.

Po tisku je na povrchu 28 polovodicCe zachycend barva od-
stranéna bé&Znymi zplsoby ke smyti barvy, ptiemZ je zv1ast
snadné odstranit tuto tiska¥skou barvu, nebot u zpusobu navrh-
nutého podle vynadlezu je na povrchu pouze mikroskopicka drsnot
a Jje vytvoren rozdil mezi hydrofobnim a hydrofilnim povrchem
na zakladé& chemického sloZeni, jakoZ i bezprostfedné pod povr-
chem leZicimi modifikovanymi oblastmi. Jakmile je tiskaf¥ska
barva odstranéna z povrchu tiskafské formy, m@Ze byt tiska¥ska
forma znovu uvedena do svého puavodniho hydrofobniho stavu,

v némZ se povrch podrobi takové Upravé, kterd ji znovu termi-
nuje vodikem, takZe se znovu dos&hne puvodniho stavu (I). Toto

lze uskuteénit nap¥iklad tak, Ze se z povrchu odeberou oblasti




atomarniho velkého uspofaddédni (mé&lo monovrstev), jak to zna-
zoriuje obr. 2 (II), a tak znovu vznikne ¢istéd kf¥emikova vrst-
va, kterou lze lehce nasytit atomy vodiku.

Pritom p¥ichazeji v uvahu, jako jeden z chemicky pouZi-
telnych zplsobli, Uprava povrchu roztokem chloridu amonného ne-
bo fluorovodiku, prifemZ pomoci tohoto zplsobu se uskutedni
odebrani nejvrchnéjsi vrstvy a soudasné terminace povrchu vo-
dikem.

ZpUsob znézornény na obr. 2 se vztahuje jen na k¥emikovy
povrch, u néhoZ leZi krystalickd rovina (111) na povrchu pev-
ného k¥emikového télesa. Samozfejmé& je také moZné, Ze je po-
vrch krystalicky, takZe na povrchu existuje smés krystalickych
rovin. Tim mohou byt zesileny hydrofobni vlastnosti. Zv1ast
pfitom mohou vznikat napriklad (001) a jiné krystalické plochy
na povrchu pevného kfemikového télesa, takZe mohou byt dosta-
te¢né volné valence nasyceny dalSimi atomy vodiku.

Vedle jiZ popsaného mokrého chemického procesu k termina-
ci vodikem prichézejili v uvahu veSkeré dalsi zplsoby, které vy-
voléavaji v podstaté Uplnou terminaci vodikem nebo alkylaci po-
vrchu k¥emikového polovodice.

AZ dosud popsany zpusob postupu podle vynélezu je zamé&Fen
na to, Ze se urcity vychozi hydrofobni povrch lok&lné hydrofi-
luje. Podle vynédlezu je moZné i opacny zpusob postupu, pfi né-
mZ se urc¢ity hydrofilni povrch prostfednictvim urcitého foto-
induk&niho procesu stavé v téchto oblastech hydrofobnim. Aby
se toho dosédhlo, vytvo¥i se nejprve hydrofilni povrch, coZ lze
uskutednit nap¥iklad tak, Ze tiska¥skd forma je upravena mok-
rou chemickou cestou s H;0,. Jinou moZnosti je oxidace induko-
vanéd laserem ve vlhké atmosfére.

Ozé&fenim laserem za p¥itomnosti alkoholu (nap#¥iklad

CH3;0H) se skupiny OH odstrani z povrchu. Pfitom vznikaji kromé&
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skupin SiH také hydrofobni skupiny SiCH; a skupiny SiOCH;. Tim

je tiskarska forma na ozafenych plochach hydrofobni vadi vodé&

a tim je vhodnéd k tiskafskému procesu.

Kromé& popsaného kfemiku jako polovodide je pouZitelné i

germanium nebo urcitd slitina, kterd obsahuje germanium a k¥e-

mik (SiGe), ale i SiC nebo SiCN.

NavrZeny zpUsob se d& pouZit jak vevnit# tiskaFského

stroje, tak i mimo tiska¥sky stroi,

mnohych oblasti pouZiti ofsetového tisku,

takZe je velkou vyhodou

Ze tiska¥ska forma

je znovu pouZitelnd. Zv1asté p¥i vyuZiti zplsobu uvnit? tis-

ka¥ského stroje vznikd podstatnd ¢asova vyhoda, nebot tiskat-

skd forma se nemusi vymontovavat.




PATENTOVE NAROKY

1. Zplsob zmé&ny smacecich vlastnosti tiskafské formy (10)
s polovodiCovym povrchem (12), vy znacduijici s e
t i m, Ze povrch polovodide je uveden do prvniho chemické-
ho stavu s prvni smé&ceci reakci, &&stedné mnoZstvi v3ech ob-
lasti povrchu polovodide je uvedeno do druhého chemického
stavu s druhou smaCeci vlastnosti, pficemZ tato druhd smade-
ci vlastnost je odli3nd od prvni sma&eci vlastnosti.

2. ZplUsob podle ndroku 1, vyznad¢uijici s e

t i m, Ze tento druhy chemicky stav nastane prost¥ednic-
tvim zmény chemickych koncovych skupin povrchu polovodide
a/nebo prostfednictvim zmény chemickych vlastnosti prvnich
atomovych vrstev v oblasti povrchu polovodice.

3. Zplsob kteréhokoli z narokd 1 nebo 2, vy zn a -
¢ujilci s e t im, Ze prvni smaceci vlastnost je
hydrofilni a druhé& smé&¢eci vlastnost je hydrofobni, anebo
prvni smaceci vlastnost je hydrofobni a druha je
hydrofilni.

4. Zpusob podle kteréhokoli z narokti 1 aZ 3, vy zna¢dau-
Jici s e t i m, Ze prvni chemicky stav je vytvoFfen
prostfednictvim odbourdni vrstvy na povrchu polovodice
v atomdrni dimenzi, prednostné roztokem fluorovodiku - HF
anebo roztokem fluoridu amonného (AF).

5. Zplsob podle kteréhokoli z narokl 1 aZ 4, vy zna¢cdu-
7 ici s e t im, Ze druhy chemicky stav je vytvoFen
prostfednictvim lokalizovaného chemického procesu
v Castelnych oblastech povrchu polovodice.

6. Zpusob podle naroku 5, vyznad¢uijici s e

t 1 m, Ze proces se uskutelfiuje prostfednictvim ¥izeného

zdroje energie (16), ktery je fizeny tak, Ze odpovida
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obrazové informaci (12), kterd m& byt vytidt&na, nebo
jejimu negativu.
7. Zpusob podle néroku 6, vy znadcuijilcli S e
t im, Ze Fizenym zdrojem energie je laser (16), zejména
pulzovany laser, nebo bé&Zny zdroje energie, jako napf¥. UV -
lampa.
8. Zpusob podle ndroku 7, vy znadcuijici s e
t im, Ze laser mé& vlnovou délku 157 nm (Flourlaser VUV),

nebo se jednéd o Excimer - laser s UV - vlnovou délkou < 308

nm, nebo laser pevné faze, jako napf¥. Nd:YAG - laser
s vlnovou délkou < 355 nm.

9. Zpusob podle kteréhokoli z naroktt 1 aZ 8, vy znadu -
Jici s e t i m, Ze povrchem polovodic¢e je amorfni
polokrystalicky nebo krystalicky k¥emik, germanium nebo
urcité slitina k¥emiku nebo germania, zejména SiGe, SiC
SicCN.

10. Zplsob podle kteréhokoli z naroktt 1 aZ 9, vy zna¢d¢u-
jicli s e t 1 m, Ze druhy chemicky stav se
uskutecnuje lokalné ohranicenou zménou chemické struktury
v oblasti povrchu s tloustkou do 5nm.

11. Tiska¥skd forma (10), zejména tiskafrskd deska nebo
tiskaf¥sky védlec s polovodicovym povrchem (14), kterd nese
vzorek z hydrofilnich a hydrofobnich oblasti, v y z n a -
cuijici s e t im, Ze hydrofilni oblasti maji
prvni chemicky stav a hydrofobni oblasti druhy chemicky
stav, pricemZ prvni chemicky stav je odli3ny od druhého
chemického stavu.

12. Tiska¥ské& forma podle naroku 11, vyznac¢cuijici
s e t im, Ze hydrofobni oblasti odpovidaji obrazové in-

formaci (22), kteréd se m& tisknout, nebo jejimu negatiwvu.
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13. Tiskaf¥skd forma podle kteréhokoli z nérok 11 nebo 12,
vyznadcujici s e t im Ze povrchem polovodice
je amorfni polokrystalicky nebo krystalicky k¥emik, germani-
um nebo naptriklad urditd slitina k¥emiku nebo germania
(SiGe), zejména téZ SiC nebo SiCN.

14. Tiskatrskéd forma podle kteréhokoli z néarokt 11 aZ 13, ,

vyznadcuijici s e t im Ze druhy chemicky stav
zasahuje od povrchu do polovodice aZ do tloustky maximalné

S5nm.
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